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(54) Kontaktierungsvorrichtung 



(§7) Um Funktionstests in Prufautomaten und Elektronen- 
strahlmeBgeraten durchfuhren zu kdnnen, muB man den 
jeweiligen Prufling mit geeigneten Testsignalen ansteuern. 
Die etektrische Verbindung zwischen dem Testsystem und 
dem Prufling wird Gblicherweise durch einen der Geometrie 
des Pruf lings angepaBten Nadeladapter hergestefit. Der 
Entwurf und die Fertigung solcher Nadeladapter ist aufwen- 
dig und teuer. AuBerdem bereitet die stchere Kontaktierung 
grofiflachiger Pruflinge erhebliche Schwierigkeiten. 
Ziel der Erfindung ist die Schaff ung einer einfach aufgebau- 
ten und kostengunstig herzustellenden Kontaktierungsvor- 
richtung. 

Die erfindungsgema&e Kontaktierungsvorrichtung besteht 
a us einer eine zentrafe Ausnehmung (3) aufweisenden 
Siliztumplatte (4) und einer Vielzahl Gberhangender Silizrum- 
zungen (6). die jeweils eine a Is Kontaktierungselement 
dienende Siliziumsprtze (5) und eine in Koplanar- oder 
Streifenleitertechnik ausgefuhrten Signatzufuhrung (7) tra- 
gen. Der Obergang zu den Koaxialleitungen (2) erfolgt 
auBerhalb des der Kontaktierung dienenden Zentralbereichs 
der Vorrichtung an abgeflachten Seitenteilen (8). Da die 
Vorrichtung unter Anwendung der Verfahren der Mikrome- 
chanik hergesteltt wird, laBt sich deren Aufbau den jeweili- 
gen Gegebenhetten sehr leicht anpassen. 




a 



Dl IWnCCHDI iri/CDCI rtA ni ono nnr /in* 



1 

Beschreibung 



DE 43 01 420 Al 



Die Funktionsweise von Bauelementen der Mikro- 
elektronik wird Qblicherweise in rechnergesteuerten 
Testautomaten durch Analyse der an den Bauelement- 
ausg&ngen abgegriffenen Signale QberprQft Da diese 
Tests im allgemeinen keine ROckschlusse auf die jeweili- 
ge Fehlerursache oder den Fehlerort zulassen, ist man 
haufig gezwungen, zusatzliche Messungen an Leiter- 
bahnen im Innern des Bauelements durchzufuhren. 
Hierbei kommen insbesondere die aus (1) bekannten 
MeBverfahren zur Anwendung, bei denen eine Elektro- 
nensonde auf einer Leiterbahn posiuoniert bzw. uber 
die Bauelementoberflache abgelenkt und synchron mit 
dem Bauelementtakt eingetastet wird. 

Urn Funktionstest in Priifautomaten und Elektronen- 
strahlmeBgeraten durchfflhren zu konnen, muB man den 
Prufhng mit geeigneten Testsignalen ansteuern. Die 
elektnsche Verbuidung-xwischen-dem-jeweiJigen-T^st- 
system und dem PrQfling wird hierbei durch einen soge- 
nannten Kontaktadapter hergestellt, der der Geometrie 
f J? gSt der_Art der Testsignaie in Bezug auf den 
geforderten Strom-, Spannungs- und Frequenzbereich 
und den durch den Tester selbst vorgegebenen geome- 
tnschen Verhaltnissen angepaBt sein muB. Diesen 
Adapter kann man daher meist nicht kSuflich erwerben, 
sondem muB ihn individuell entwerfen und anfertigen. 
Ahnliche Probleme treten auf bei der Kontaktierung 
von Leiterplatten und Mikroverdrahtungen, deren elek- 
tnsche Eigenschaften in einem entsprechenden Testsv- 
stem QberprQft werden sollen. 

Bisher werden Kontaktadapter aus federnden, auf ei- 
ner Grundplatte montierten Metallnadeln, aus federnd 
in HQlsen gelagerten Kontaktstiften oder aus geStzten 
und anschlieBend gebogenen Kammstrukturen aufge- 
baut Bei diesen Adaptern bereitet die Kontakuerung 
groBflachiger PrQflinge mit einer Vielzahl von Kontakt- 
stellen besondere Schwierigkeiten, da sich die Metalina- 
deln und Kontaktstifte nur schwer gleichmSBig und mit 
derselben Andruckkraft aufsetzen lassen. Diese Proble- 
me verscharfen sich noch, wenn man den Adapter zur 
Kontaktierung ernes in der Probenkammer eines Elek- 
tronenstrahlmeBgerats angeordneten PrQflings verwen- 
den will. 

Ziel der Erfmdung ist die Schaff ung einer einfach auf- 
gebauten und kostengunstig herzustellenden Kontak- 
tierungsvorrichtung. Die Kontaktierungsvorrichtung 
soil insbesondere auch in der Probenkammer eines mo- 
dernen ElektronenstrahlmeBgerats verwendet werden 
k6nnen, wo fur die aus dem Kontaktadapter und dem 
pruning bestehende Einheit nur sehr wemg Raum zur 
Verfugung steht Diese Aufgabe wird erfindungsgemlB 
durch eine Kontaktierungsvorrichtung nach Patentan- 
spruch 1 geldst 

Die erfindungsgemSfle Kontaktierungsvorrichtung 
besitzt die folgendenVorteile: 



technik ausgefuhrt werden. 

4) Die die Kontaktierungselemente tragenden Sili- 
ziumzungen besitzen elastische Eigenschaften, die 
denen von Metallen deutlich uberiegen sind Dies 
erleichtert die Handhabung des Adapters erheb- 
lich. 

5) Die Kontaktierungsvorrichtung besitzt einen ex- 
trem flachen Aufbau. Sie kann daher auch in der 
Probenkammer eines ElektronenstrahlmeBgerats 
verwendet werden, wo nur ein enger Spalt fQr die 
Anordnung des Adapters zur VerfQgung steht 

Die abh&ngigen AnsprQche betreffen vorteilhafte 
Weiterbildungen der im folgenden anhand der Zeich- 
15 nung eriauterten Erfmdung. Hierbei zeigt Fig, 1 den 
schematischen Aufbau der Kontaktierungsvorrichtung 

Bei der in Fig. 1 dargestellten Kontaktierungsvor- 
nchtung handelt es sich urn einen sogenannten Wafer- 
— Prober-fur-den-beispielsweise-aus^4) bekannten-Elek— 
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1) An die Stelle der aufwendigen und damit teuren 
mechanischen Fertigung treten die aus der Halblei- 
tertechnologie bekannten Verfahren der Mikrome- 
chanik. 

2) AUe Kontaktierungselemente liegen auch ohne 
aufwendige JustiermaBnahmen exakt in derselben 
Ebene. 

3) Durch Aufbringen von MetaMsierungen und iso- 
iierenden Schichten kdnnen Hochfrequenzleitun- 
gen uber federnde Zungen bis zu den Kontaktie- 
rungselementen in Koplanar- oder Streifenleiter- 
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20 tronenstrahltester. In diesem Gerfit steht nur ein enger 
Spalt fur die Anordnung des Probers zur Verfugung, da 
die^ Probenkammer ein sehr Weines Volumen aufweist 
und der PrQfling aus elektronenoptischen Grfinden un- 
mittelbar unterhalb der mit einem Detektorsystem und 
25 einer Absaugelektrode ausgestatteten Objektivlinse ge- 
haltert werden muB. Der Wafer-Prober besitzt daher 
einen extrem flachen Aufbau und ObergSnge 1 auf Ko- 
axialleitungen 2, die leicht zuganglich auBerhalb des der 
Kontakuerung dienenden zentralen Proberbereichs lie- 
30 ^ Pj e Koaxi alleitungen 2 werden Qber die in der 
Wand der Probenkammer vorhandenen Vakuumdurch- 
fuhrungen nach auBen gefuhrt und mit geeigneten Test- 
signalen beaufschlagt. Der nur etwa 1 mm dicke und 
erne quadratische oder rechteckige Ausnehmung 3 auf- 
35 weisende Grundkorper 4 des Wafer-Probers besteht 
vorzugsweise aus Silizium, dessen Oberflache mit einer 
Passivierungsschicht versehen ist Als Kontaktierungs- 
elemente dienen metallisierte Siliziumzapfen 5, die man 
ms^sondere durch Anwendung des aus (2) bekannten 
40 CVD-Verfahrens (CVD: « Chemical Vapor Deposi- 
tion) am Ende der fiberhSngenden Siliziumzungen 6 auf- 
bauc Die Dicke dieser federnden Zungen 6 betrSgt nur 
etwa 5 bis 15 urn. Sie werden ebenso wie die zentrale 
Ausnehmung 3 mit Hilfe der in (3) beschriebenen Ver- 
45 tanren der Mikromechanik erzeugt 

Neben den Kontaktierungselementen 5 tragen die Si- 
liziumzungen 6 auch die SignalzufQhrungen 7, die als 
emfache Metallisierungen oder bei Hochfrequenzunter- 
suchungen auch als Koplanar- oder Streifenleiter ausge- 
so bildet sein kdnnen. Der Wafer-Prober ist in dem gezeig- 
ten Ausfflhrungsbeispiel mit abgeflachten Seitenteilen 8 
ausgestattet, die an dem plattenformigen Grundkdrper 
4 befesugt sind und vorzugsweise aus Keramik beste- 
hen. Diese Seitenteile 8 enthalten die in bekannter Wei- 
ss se ausgebildeten Koax-Obergtage 1. Fur eine elektrisch 
leitende Verbmdung zwischen den auf dem GrundkSr- 
per 4 und den Seitenteilen 8 vorhandenen SignalzufQh- 
rungen 7 sorgen flache Bondverbindungen 9 aus Gold 
Die keramischen SeitenteUe 8 kdnnen auch entfalleiL 
eo wenn man den Grundkdrper 4 selbst seitlich abflacht 
Die Erfmdung ist selbstverstfindlich nicht auf die be- 
schriebenen Ausfuhrungsbeispiele beschrankt So kann 
ohne weiteres von der in der Zeichnung dargestellten 
quadratischen Anordnung der Kontaktie^selementS 
65 I ?^ WlChen V Tden - Auch mGssen die Siliziumzungen 

fhrf 5„^^ en ^f CrW ! ISe al,e dieselbe Un S e b ^tzen. 
Ihre Anzahl und Anordnung ist vielmehr den jeweiUgen 
Oegebenheiten anzupassen. Dies bereitet keine Schwie- 
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rigkeiten, da die Verfahren der Mikromechanik eine 
groBe Flexibility in der Fertigung des Adapters ge- 
wfihrleistert. 

(1) Microelectronic Engineering 4 (1986), S. 77—106 
(2) Physikalische Blatter 39 (1983) Nr. 9, S. 319-320 (3) 5 
Microelectronic Engineering 3 (1985) S. 221 -234. 

Patentanspriiche 

1. Kontaktierungsvorrichtung gekennzeichnet io 
durch, 

— einen eine zentrale Ausnehmung (3) aufwei- 
senden Grundkdrper (4) und, 

— mehrere Gberhangende Zungen (6), die je- 
weils ein Kontaktierungselement (5) und elek- 15 
trisch lettende Verbindungen (7) zu einem dem 
Kontaktierungselement (5) zugeordneten fiu- 
Beren AnschluBelement (1) tragen. 

2. Kontaktierungsvorrichtung nach Anspruch 1, ge- 
kennzeichnet durch, einen plattenfdrmigen Grund- 20 
kdrper(4). 

3. Kontaktierungsvorrichtung nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Grund- 
kdrper (4) und die flberhSngenden Zungen (6) aus 
Silizium bestehen. 25 

4. Kontaktierungsvorrichtung nach einem der An- 
spruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Silizium mit einer Passivierungsschicht versehen 
ist 

5. Kontaktierungsvorrichtung nach einem der An- 30 
spruche 1 bis 4, gekennzeichnet durch, nadelfdrmi- 
ge Kontaktierungselemente (5). 

6. Kontaktierungsvorrichtung nach einem der An- 
spruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Kontaktierungselemente (5) aus metailisiertem Sili- 35 
zium bestehen. 

7. Kontaktierungsvorrichtung nach einem der An- 
sprQche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Grundkdrper (4) seitiich abgeschr&gt ist 

8. Kontaktierungsvorrichtung nach einem der An- 40 
sprOche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB am 
Grundkdrper (4) abgeschragte Seitenteile (8) befe- 
stigt sind und daB die Seitenteile (8) die fcufieren 
AnschluBelemente (1) enthalten. 

9. Kontaktierungsvorrichttmg nach einem der An- 45 
spruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die 
eiektrisch leitenden Verbindungen (7) als Kopla- 
nar- oder Streifenleiter ausgefQhrt sind. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen so 
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